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Dopagem 
Implantação Iônica

• A partir de 1970, o processo de dopagem 
passou a ser via implantação iônica com o 
seguinte aspecto:
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Dose depende do da corrente iônica e tempo de implantação

Profundidade depende da energia do íon

Implantação Iônica
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Equipamento de Implantação Iônica

Gerando os íons a serem implantados
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Implantação Iônica

Alcance do íon implantado
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Distribuição da Implantação Iônica - Boro
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Destruição da rede cristalina

Danos na Estrutura Cristalina
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Intersticial Substitucional

Ativação elétrica dos íons implantados

Annealing (Tratamento térmico)
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Annealing

Proteção contra a Implantação Iônica
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Usos

- Ajuste na tensão
limiar Vth de um
transistor MOS

- Dopagem nos contatos
de Gate de um
MOSFET

Parâmetros de Implantação

Equipamento: Resultado:

tempo dose

corrente profundidade

energia uniformidade

ângulo

17

18



10

Channeling (Canalização)

Cargas no processo de Implantação

Cargas no processo de Implantação
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Contaminantes

• Podem vir de:

• • Metálicos – impactos nas paredes….
– Fe, Cr, Ni.

• • resíduos – várias espécies de dopantes (P, As, B…)

• • Na, Ca, Mg, 

• • Óleo da Bomba difusora, carbono, oxigênio,nitrogênio…

Modelo para 1 D

Necessita de 1 condição inicial e 2 condições de contorno
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Medida de Profundidade de Junção

Spread 
Resistance 

Probe
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